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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 5: Essai continu de durée de vie sous température
et humidité avec polarisation

AVANT-PROPQS

El (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
sée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati

nalisation

.|La CEIl a

>dans les
E Normes

ite national
Esé par le sujet traité peut participer. Les organisations internati tales et non
gouvefnementales, en liaison avec la CEl, participent également a

{roitement

avec ['Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon d entre les
deux ¢rganisations.

2) Les dgcisions ou accords officiels de la CEl concernant les g , a mesure
du pop i ités nationaux iptéressés
sont représentés dans chaque comité d’études

3) Les dpcuments produits se présentent sgus i internationales. lls somt publiés
comme normes, spécifications technique ) techniques\'ou guides et agréés comme telp par les
Comites nationaux.

4) Dans ' bliquer de
fagon ormes internationales de la CEl dans leufs normes
nationfales et régionales. Tou i ¢ de/la CEIl et la norme nationale ou |régionale
corres pondante doit étre indiques

5) La CE b arquagel comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand ¢ S s

6) L’atteption est attifée s i éments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objefl de droit i de droits analogues. La CEl ne saurait étre tehue pour
responsable de ne\pa identifié. de'tels draits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenfce.

La Norrme i i b a été établie par le comité d'études 47 de|la CEl:

Le texte

Le rapp

des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1661/FDIS 47/1678/RVD

hrivde vote indiqup' dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vo

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

e ayant

Cette méthode d’essais mécaniques et climatiques, relative a I’essai continu de durée de vie
sous température et humidité avec polarisation, est une réécriture compléte de I'essai
contenu dans l'article 4B du chapitre 3 de la CEI 60749.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A
cette date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

° ame

ndée.


https://iecnorm.com/api/?name=ae9ca18891770c820a0c800bfc40787b

60749-5 © IEC:2003 -3-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardi

participate in this preparatory work. International, governmental and no
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabo

two olfjganizations.

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on technlc
interngtional consensus of opinion on the relevant subjects
from gll interested National Committees.

of stgndards, technical specifications,

3) The dpcuments produced have the form of recommend 7
Comnyittees in that sense.

4) In order to promote international unification,
Standprds transparently to the maximum

nahuse and are published i
they” are accepted by thg National

omprising

promote
fields. To
pration is
with may
s liaising
ernational
ween the

sible, an
sentation

the form

ndertake to apply IEC International
X their national and regional standards. Any
diverdence between the IEC Standard and the i ational or regional standard shall

pe clearly
indicafed in the latter.
5) The IEC provides no markifig procedure indi approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in 0
6) Attentjon is drawn to the possibili eleménts of this International Standard may be the subject

of patent rights. T: IEC be heldyresponsible for identifying any or all such patent rights.

Internatjonal Sta
Semicohductor devijces.

The tex{ of thi based enthe following documents:

\ FDIS Report on voting
> 47/1661/FDIS 47/1678/RVD

Full infgrmation on
voting ipdicated in the above table.

€ voting for the approval of this standard can be found in the r

been prepared by IEC technical commifjtee 47:

Tport on

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This mechanical and climatic test method, as is relates to steady-state temperature humidity
bias life test, is a complete re-write of the test contained in Clause 4B, Chapter 3 of

IEC 60749.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged

until 2007. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 5: Essai continu de durée de vie sous température
et humidité avec polarisation

1 Domaine d’application

La prédente partie de la CEl 60749 décrit un essai continu de duré ie utilisant la
tempérdture et I'humidité avec polarisation pour évaluer la fiabiti SpQqsitifs a
semiconducteurs sous boitier non hermétique dans les environnemer i

NOTE Clet essai est, en général, en accord avec la CEl 60068-2-3 (suppfin e) ai i bxigences
spécifiqugs aux semiconducteurs, le texte complémentaire suivant est aussi &

Cette migthode d’essai est considérée comme destructive.

2 Références normatives

Les dotuments de référence suiva S i ' ur I icati présent
document. Pour les références datée i } a erences
non datges, la derniére édition du docume &fé entuels

CEI 60749-4, Dispositifs a ni L 5 ! 1 5 j imagiques —
Partie ] ] S

3 Gé

Cet esshi slerent la
pénétraji lement)
ou par l|i ) tr lén ate au de protection externe et les conducteurs métalliqugs qui le
traverssg

Lorsque ai inu/avec humidité et polarlsatlon alnS| que l'essai fortement acceléré
de chal Itats de

I'essai 3 a ceux
de I'esspi’HAST qui est un essai accéléré destiné a déclencher les mémes mécanigmes de
défaillarrce:

1 CEl 60068-2-3, Essais climatiques et de robustesse mécanique — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test

1 Scope

This part of IEC 60749 provides a steady-state temperature and humidity bias life test for the

purposeinof evaluating the reliability of non-hermetic packaged solid-state d

environments.

NOTE This test is in general accord with IEC 60068-2-3 (withdrawn)?, but d
semicondpctors, the following text is applied.

This tegt method is considered destructive.

2 Normative references

ices. in humid

i $nents of

The foll cument.
For dated references, only the editiorfcited a I edition
of the re
IEC 607 t: Damp
heat, st
3 Ge
This te ate the
penetra br along
the inte ch pass
through
Where both thi | umidity bias test and the damp heat, highly accelerated stress

test (HA
will taked

activate|the sa e mechanisms.

4 are performed, the results of this 85 °C/85 % RH steady-sjate test
fesults of the HAST test, which is an accelerated test designed to

1 |EC 60068-2-3, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat steady state.
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4 Equipement d’essai

Cet essai nécessite une enceinte d’essai capable de maintenir une température spécifiée et
une humidité relative de maniére continue, tout en assurant les connexions électriques aux
dispositifs soumis aux essais dans une configuration de polarisation spécifiée.

4.1 Température et humidité relative

L’enceinte doit étre en mesure de fournir des conditions contrélées de température et d’humi-
dité relative pour atteindre les conditions d’essai spécifiées puis de revenir a I’état initial.

4.2 ispositifs soumis aux contraintes

Les dislpositifs soumis aux contraintes doivent étre physiquement\places yde) mgniére a
minimisgr les gradients thermiques.

4.3 Réduction de propagation de la contamination

Un soirl particulier doit étre apporté au choix des maté
réduire Ja propagation de la contamination et la dégra
mécanigmes.

es pour
d’autres

4.4 Contamination ionique

burs de
ionique des

L’apparegillage d’essai (panier a cartes
stockage, etc.) doit étre contrélé de
dispositjfs d’essai.

iter toute contamination

4.5 Elau déminéralisée

L’eau ufilisée doit étre 40Om a

tempérgdture ambiante.

5 Co

Les con liaison

avec un

51 T

La temgérature, '’humidité relative et la durée de I'essai sont données dans le Tablea 1

Tableau 1 — Température, humidité relative et durée

Température Humidité relative ® Température ° Pression Durée °©
(chambre séche) (chambre humide) de vapeur®
°C % °C kPa h
85+ 2 855 81,0 49,1 1000_24
+ + s ’ +168

Pour information uniquement.

Les tolérances s’appliquent a 'ensemble de la zone d’essai utilisable.

Les conditions d’essai doivent étre appliquées en continu sauf au cours des affichages intermédiaires pour

lesquels il convient que les dispositifs soient de nouveau placés sous contrainte dans les limites de temps

spécifiées en 6.5.



https://iecnorm.com/api/?name=ae9ca18891770c820a0c800bfc40787b

60749-5 © IEC:2003 -7 -

4 Equipment

The test requires a temperature-humidity test chamber capable of maintaining a specified
temperature and relative humidity continuously, while providing electrical connections to the

devices under test in a specified biasing configuration.

4.1 Temperature and relative humidity

The chamber shall be capable of providing controlled conditions of temperature and relative

humidity during ramp-up to, and ramp-down from the specified test conditions.

4.2 evices under stress

Deviced under stress shall be physically located to minimize tempera

4.3 inimize release of contamination

Care shall be exercised in the choice of board and socket
contamination, and to minimize degradation due to corrosion

4.4 Ionic contamination

The tes} apparatus (card cage, test boards, sock
controll¢d to avoid ionic contamination.of the te

4.5 Deionized water

Deionized water with a min

5 Test conditions

Test co
with an

1 — Temperature, relative humidity and duration

ease of

shall be

e used.

Temperature Relative Temperature P Vapour Duratipn ¢
(dry_biilb) humidity a (wef hulh) pressure b
°C % °C kPa h
-24
85+ 2 855 81,0 49,1 1000 368

a Tolerances apply to the entire useable test area.

b For information only.

¢ The test conditions are to be applied continuously, except during any interim readouts, when the devices

should be returned to stress within the time specified in 6.5 .
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5.2 Directives pour la polarisation
Appliquer la polarisation selon les lignes directrices suivantes:

a) Reéduire la dissipation de puissance.

b) Alterner, autant que possible, la polarisation des broches.

c) Répartir, autant que possible, les différences de potentiel sur la métallisation de la puce.
d) Augmenter la tension dans la plage de fonctionnement.

NOTE 1 La priorité des directives données ci-dessus dépend du mécanisme et des caractéristiques
spécifiques du dispositif.

e) L'un irectives,

en choisissant la plus sévére:

1) IPolarisation continue

lla polarisation en courant continu doit étre appliquée de me L& polari-
gation continue est plus sévere que la polarisation par « ~ bérature
de jonction virtuelle est <10 °C plus élevée que la températu i I’enceinte
qQu si la température de jonction virtuelle n’est S issipation
de chaleur du dispositif en essai (DES) est inférie . btion de
ghaleur du DES dépasse 200 mW, mpérature de [jonction
virtuelle. Si la température de jonction virtu ) pérature amblante de
Ilenceinte de plus de 5 °C, il convient que : i jonction
Virtuelle au-dela de la tempéra soit indiquée dans les
rapports d’essais dans la m écanismes de défaillance
dera affectée.

OTE 2 Sur la base de la dissipation/de puissanceet-deNa résistance thermique ou de I'impéHance qui

N
dorrespond au mode de fonctionnement, la températurende jonction virtuelle peut étre calculée 3 partir de
I formule Tj = Tgase * P i ) h-

2) IPolarisatio

d appliquée aux dispositifs soumis aux essais doit étre
pue avec une fréquence et un cycle de service appropriés. Si
ation donne lieu a une augmentation de température|au-dela
ambiante de I’enceinte, ATa, de plus de 10 °C, alors la polgrisation
st optimisée pour un type speC|f|que de dispositif, sera plug sévére
ation continue. L’échauffement résultant de la dissipation de puisjsance a
endance ire disparaitre I'humidité des pastilles et empéche ainsi les mécanismes
e’defaillance liés a I'humidité. La polarlsatlon par cycles permet de ¢ollecter
I IIUIIIIUILU LUl Id }JGDLIIIU }JUIIUGIIL IUD PCIIUUCD IIUID kUIIDIUII UU I: LI y [=} paS de
dissipation de puissance. Un cycle de polarisation du DES avec 1 h sous tension et
1 h hors tension est optimal pour la plupart des microcircuits encapsulés dans du
plastique. Il convient d’indiquer la température de jonction virtuelle, telle qu’elle est
calculée sur la base de I'impédance thermique et de la dissipation connues avec les
résultats dés qu’elle dépasse la température ambiante de I'’enceinte d’au moins 5 °C.

ﬁ""ﬁ"“f\_ﬁl—

5.2.1 Choix et rapport

Les critéres de choix entre polarisation continue ou par cycles et le fait de savoir si on indique
ou non le rapport de la proportion dans laquelle la température de jonction virtuelle dépasse
la température ambiante de I'enceinte sont résumés dans le tableau 2.

2 La température de jonction virtuelle est la température théorique qui est basée sur une représentation
simplifiée du comportement thermique et électrique du dispositif a semiconducteurs.
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5.2

Biasing guidelines

Apply bias according to the following guidelines:

a)
b)
c)
d)

e)

Minimize power dissipation.

Alternate pin bias as much as possible.

Distribute potential differences across chip metallization as much as possible.
Maximize voltage within operating range.

NOTE 1 The priority of the above guidelines depends on the mechanism and specific device characteristics.

Either of two kinds of bias can be used to satisfy these guidelines, whichever is more

Sevegre-

1) Continuous bias

mbient temperature or, if the virtual junction temperat
issipation of the device under test (DUT) is less than
f the DUT exceeds 200 mW, then the virtual’j

alculated. If the virtual junction temperat

O S =z —h 0O 0O 0O 0O 0 0O

r7j=Tamp + P/Rth-
here

T

i is the virtual junctiopA

R is the power dissipa

Ry, is the thermal resistance

2) Cycled bie:@
'he d.c. v ge. ap

ber ambient, AT,

ccur~_Qyeling
ncapSutated
asis-of the
esults whenever it exceeds the chamber ambient by 5 °C or more.

gaty cycle. If the biasing configuration resu
exceeding 10 °C, then cycl

e DUT bias with 1 h on and 1 h off is optimal for most
nicrocircuits. The virtual junction temperature, as calculated

1
t

!

I. 3 A

there i noisture-related failure mechanisms. Cycled bias permits moisture
go Tely

g

q

o nown thermal impedance and dissipation, should be quoted
r

re than
thamber
he heat

igsipation

buld be
ambient
ove the
ation of

hds to the

ed with
Its in a
d bias,

Uus bias.
die and

e die during the off periods when device power dissipation does not

plastic-
on the
ith the

5.21 Choosing and reporting

Criteria for choosing continuous or cyclical bias, and whether or not to report the amount by
which the virtual junction temperature exceeds the chamber ambient temperature, are
summarized in Table 2.

2 The virtual junction temperature is the theoretical temperature which is based on a simplified representation of

the thermal and electrical behaviour of the semiconductor device.
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Tableau 2 - Critéres pour le choix de la polarisation par cycles ou continue

ATj Polarisation par cycles Inclure la valeur de ATja

ou continue dans le rapport d’essai ?
ATz <5 °C, ou puissance par DES < 200 mW Continue Non
(ATja 25 °C ou puissance par DES 2 200 mW), ; :
ot ATja <10°C Continue Oui
ATja >10 °C Par cycles Oui

6 Procédure

condition

nditions

relative
hture de
hambre

e évitée
a tout

hent les

sation pendant I'établissement des conditions d’essai et le refour aux
t facultative. Il convient de vérifier la polarisation aprés le chafgement

, le démarrage du chronométre d’essai. Il convient de vérifier égaplement
la polarisation aprés l'arrét du chronomeétre d’essai mais avant le retrait des dispaskitifs de

I’enceinte.

6.5 Lecture

L’'essai électrique doit étre réalisé dans les 48 h qui suivent la fin du retour aux conditions
de départ.

NOTE Pour les lectures intermédiaires, il convient que les dispositifs soient de nouveau soumis aux contraintes
dans les 96 h qui suivent la fin de la période de retour aux conditions de départ. La perte d’humidité peut étre
réduite en plagant le dispositif dans un sac a I'épreuve de I'humidité, scellé a I'air ambiant sans vide ou
dessiccateur. Lorsque les dispositifs sont placés dans des sacs scellés, le «chronométre de la fenétre d’essai»
fonctionne a un tiers de la vitesse des dispositifs exposés aux conditions ambiantes du laboratoire. Ainsi, la
fenétre d’essai peut étre prolongée jusqu’a 144 h et le temps de retour aux conditions de contrainte jusqu’a 288 h
en enfermant les dispositifs dans des sacs a I’épreuve de I’humidité.
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